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量子化されているo通常の実験条件下のH = 102kOeでNs≦ 5×1012α~2では,こ
の系の種々の分裂として,もbc= 6meV,ダFbH～- 1meV,△ ≦ 0･7meV棲度が








































形を求めた｡結果は第 1図に示すが.川路 ･若林 6)その他のグループによる実験を良く
説明する｡計算に現われているN≧4のカスプは裸の谷分裂が裸のスピン分裂の半分
よりも大きくなった所で現われるのであるが,川路 ･若林らの実験で実証されている｡











東大教養物理 斎 藤 基 彦
最近 0.5く T<1寵 において,411｡表面上の電子のプラズマ振動がGRIMESと
ADAMSl)によって観測された｡彼らはその巾より易動度を評価し,Tく loK で リ
ブロン2)による散乱が重要である事を示した｡しかし理論的にはCOLE2)の指摘以来,
sHIKIN と MONARKA3),GASPARIと BRIDGES4)の論争があり混乱して い
て,まだ定量的結着がついていない｡ここではSHIKINら3)の議論が本質的に正 しい
事を示し,リブロン散乱による易動度 を計算し,実験と良い一致をみたので報告するo
今He表面は Z- u(〟;Q)で与えられたとするoここで β- (x,y),Qqは リブ
-C86-
